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4) 非対称な2重量子井戸構造を活性層とし，狭い量子井戸を p側に，広い量子井戸を n但IJ とすると，電流を注入す
る過程で活性層内部の電場が一定の値に達したとき，狭い量子井戸の正孔の占有する準位が，高次の準位と結合
し，そのときに高次準位にトンネルしていた電子との聞の遷移確率が急激に増加し，高速の光パルスが得られる
という新しい動作原理を着想している。そしてこの動作原理に基づく半導体レーザを提案し，これを作製して 10
ps の短い光ノマルスが得られることを実証している O
以上の結果は，多層薄膜構造によって得られる量子井戸構造を，半導体レーザに適用することによって，面発光と
高速化という高機能化がはかれることを実証したもので，光素子工学，電子材料工学に寄与するところが大きい。よっ
て，本論文は，博士論文として価値あるものと認めるO
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